1. 9 Primeiramente teremos uma NWell mask, mas como um NMOS nado tem Nwell, esta ndo é necessdria. De seguida é
criada uma layer de thin oxide, em cima da qual é usada uma madscara para criar os gates, com poly. O thin oxide nao
utilizado é removido com auxilio a uma mdascara, e como recurso a layer dos gates e usando uma mascara adicional
de photoresit definimos onde vamos colocar a N+ Difusion, definindo assim a source e o drain de um NMQOS
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Como os transistores MO e M3 fazem a limitagdo da tensdo em X e Y, garantimos assim que a tensdo que estd nos transistores
M1 e M2, que fazem o espelhamento da corrente, é aproximadamente constante, isso entdo leva a uma corrente melhor
definida, devido a minimizag¢do do efeito de modulagdo do comprimento de canal.

!’-) ak)

Lot Lot

| VAT Voot | Ve Voot

Como estamos a fazer a polarizacdo de M2 e M4 de forma externa, temos a diminuicdo da tensao necessaria para entrar em
saturacdo, passando de 2VOD+VTh para 2VOD, ou seja temos um maior headroom na saida do circuito e um menor consumo.
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Temos uma segunda instancia do par diferencial de forma a simular o efeito de carga, de um outro possivel andar.
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